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【はじめに】本研究グループは、GaN ナノワイヤ(NW)を用いた発光素子の長波長領域での発光

を目指している。しかし、赤色発光の GaInN/GaN 活性層を GaN 上に成長させると大きな圧縮歪

みが生じ、LED の低効率化を招く。そこで、n-GaN NW と活性層の間に n-GaInN 層を導入し光

学特性の改善を目指している。本研究では、n-GaInN の最適な成長条件を得るために検討した。 

【実験方法】Fig.1 に示した断面図の通り n-GaN NW を覆うように n-GaInN を成長させた。サン

プルとして、成長温度を 750、780、820℃にした 3種類を用意した。これらの結晶構造及び光学

特性の評価のため SEM 観察と CL 測定を行った。 

【結果と考察】n-GaInN の成長温度を変化させた時の SEM 観察結果を Fig.2、CL 測定の結果を

Fig.3 (a),(b)に示した。Fig.3 の(a)は NW 側面である r 面の上部、(b)は r 面の下部を測定した時の

結果である。Fig.2 から、成長温度を下げると NW 上面の c 面が出現・拡大したことが分かった。

Fig.3 (a),(b)からは、成長温度を下げていくと、発光波長が長くなり CL 強度が小さくなることが

分かった。従って、成長温度を下げていくと、In 組成が大きくなるが、結晶品質が悪化している

と言える。MQS との圧縮歪みを軽減すための n-GaInN の目標 In 組成が 25%（発光波長：490 nm）

であり、よりそれに近い In 組成を示す条件が最適である。r 面の上部・下部ともに成長温度が

750℃の方が 780℃の時よりも 1%程 In 組成が大きくなったが、c 面面積が大きいことや CL 強度

が小さいことから、n-GaInN の最適な成長温度は 780℃であると考えられる。 

    

Fig.1: Cross-

sectional view of the 

structure of n-GaInN 

grown on NW 

Fig.2: SEM image 

of n-GaInN 

Fig.3(a): CL spectra of n-

GaInN at the bottom of r-

plane 

Fig.3(b): CL spectra of n-

GaInN at the top of r-plane 
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